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Ambito de la invención

Esto invención se refiere a sistemas de almace 

namiento o memoria de datos, ópticos y, más en particular, 
a sistemas de memoria que incluyen la dimensión de frecuen 

cia.
Breve descripción de la técnica anterior

La patente de Estados Unidos 3.896.420, de Sza 
bo, describe un sistema de memoria de datos óptico que u- 

tiliza la dimensión de frecuencia para aumentar significa­
tivamente la capacidad de memoria. El sistema de Szabo in­

cluye un bloque de material que puede experimentar satura­
ción óptica y que muestra un ensanchamiento de línea de ab 
sorción no homogénea. Ejemplos de materiales que pueden ser 
utilizados en este sistema son el rubí con impurezas de 

cromo; el óxido magnésico con impurezas de cromo; 0 ,̂ &2 )
Se^ y SeS en E*I; etc. Los bitios de datos se almacenan me­

diante saturación óptica selectiva provocada por un láser 
de alta intensidad de banda estrecha, es decir produciendo 
un hueco, para frecuencias específicas dentro de la línea 
ancha no homogénea. La saturación óptica es un fenómeno fí­
sico que tiene lugar solamente para elevadas intensidades 
luminosas y que implica a los estados excitados de átomos 
idénticos que están en un medio ambiente ligeramente^dife­
rente. Los bitios de datos saturados ópticamente de Szabo 

son permanentes mientras el bloque no esté expuesto al lá­
ser de banda ancha intenso. Tan pronto como se desconecta 
o retira la intensa luz procedente del láser de banda ancha,
la duración de los bitios de datos en el material es del

- 2  *- orden de 10 segundos. Como los datos se pierden cuando se
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-desconecta la energía o la luz, el sistema se clasificaría 
como un sistema de memoria no permanente.

Resumen de la invención

Un objeto principal de esta invención es pro­
porcionar un sistema de memoria de datos óptico mejorado.

Todavía otro objeto de esta invención es pro­
porcionar un dispositivo de memoria óptico selectivo de fre. 
cuencia.

Todavía otro objeto más de esta invención es 
proporcionar un sistema de memoria no permanente.

Un objeto adicional de esta invención es pro­

porcionar un sistema de memoria reversible.
Otro objeto de esta invención es proporcionar 

.un sistema de memoria de datos tridimensional mejorado. .
Otro objeto adicional de esta invención es pro­

porcionar una cuarta dimensión a una memoria holografica 
tridimensional.

Todavía otro objeto adicional de esta invención 
es proporcionar un método mejorado de almacenamiento de da­
tos.

Estos y otros objetos se realizan mediante un 
sistema y método de almacenamiento de datos óptico, que uti 
liza la dimensión de frecuencia. El sistema incluye un ma­
terial de memoria, por ejemplo, en forma de un bloque, des­
tinado a experimentar una reacción inducida por la luz, por 
exposición a la luz, y que muestra un ensanchamiento de la 
línea de absorción no homogénea. El material experimenta 
una reacción fotocromías o una reacción fotoquímica. Ejem­
plos de tales materiales son la porfirina de base libre 
(HgP) y la tetrazina. Los bitios de datos se almacenan me-

P O O R ,
Q U A U I Y



H o ja  n ú m .  3P- 68.066

5

1C

15

20

2$

50

24023

v'.- 4- \' - * -.i ...

- y :

*.

-diante reacciones selectivas inducidas por la luz, inducid^ 

por un láser de banda estrecha para frecuencias específi­

cas dentro de la línea ancha no homogénea. La duración de 
estos bitios de datos inducidos por la luz, es del orden 

de años, de tal manera que proporcionan un sistema de memo 
ria permanente. En una realización preferida, se seleccio­
na un material de tal manera que la reacción inducida por 
la luz pueda hacerse reversible, permitiendo de este modo, 
si se desea, borrar los bitios de datos.

Otros objetos de esta invención serán evidente^ 

a partir de la memoria detallada que sigue, haciendo refe­
rencia al dibujo que se acompaña, en el cual se muestra la 
realización específica de la invención.

Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista esquemática del siste­

ma de memoria o almacenamiento de datos, que incluye-medios 

para escribir y leer.
La figura 2 ilustra un ejemplo de una salida de 

láser para tres frecuencias específicas.
La figura 3 ilustra la absorción no homogénea 

del material antes de la exposición a las frecuencias del 
láser ilustradas en la figura 2 .

La figura 4 ilustra la absorción del material 
después de la exposición a las frecuencias del láser expue¿ 
tas en la figura 2 .

La figura 3 ilustra la salida del detector ob­

tenida mediante la exploración del láser a lo largo del mar 
gen de frecuencias AB.

Descripción de la realización ilustrativa
Un sistema de memoria de datos óptico adecuado
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-para almacenar datos en le dimensión de frecuencia para 
proporcionar una tercera dimensión, se muestra en la figu­
ra 1. El sistema 10 incluye un láser 14 que tiene un dis­
positivo de exploración 12 asociado a él, que permite va­
riar la frecuencia del láser, como es normal en la técni­
ca. La luz procedente del láser 14 se hace pasar a través 
de un obturador 16, que permite que pase a través de él la 

luz de frecuencias seleccionadas. Un ejemplo específico de 
las frecuencias de láser que salen del obturador 16, que 
estén en el punto 18, se ilustran en la figura 2 , donde se 
muestran las frecuencias M, N y P. El filtro 20 y el detec 
tor 24 no se utilizan durante el ciclo de escritura, y se­
rán descritas en lo que sigue detalladamente, durante la. 
descripción que cubre la función lectora del sistema.

El láser 14 ha de ser de-frecuencia estabiliza­

da, sintonizable a lo largo del margen de frecuencias de 
la anchura de línea no homogénea, y ha de funcionar en un 
modo de banda estrecha. El láser puede ser enfocado hasta 
una dimensión del orden de 1 miera. Las dimensiones de es­
te tamaño proporcionan densidades de mancha de lO^/cm^. La 
desviación espacial del láser (no mostrada) se consigue con 
medios ópticos bien conocidos en la técnica.

El material de memoria 22 es una capa o bloque 
de material que está destinada a experimentar una reacción 
inducida por la luz, por exposición a la luz. La reacción 
inducida por la luz sería una reacción fotoquímica o una 

reacción fotocrómica, es decir, una variación de las pro­

piedades ópticas de los materiales, inducida por la luz. El 

material implica una reacción de los átomos, moléculas o 
agregados moleculares, que puede ser reversible o permanen­

te. El material debe mostrar también un ensanchamiento de
24028
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-línea de absorción no homogénea, en una matriz no homogé­
nea, tal como se muestra en lg figura 3. En la figura 3, 

un material tiene una línea de absorción no homogénea que . 
se prolonga a lo largo de un margen de frecuencias de A a 
B, Un ejemplo de un material que experimenta una reacción 
fotocrómica reversible, es la porfirina de base libre,

en una cierta matriz. Un ejemplo de un material que 

experimenta una reacción fotoquímica irreversible, es la 
tetrazina. Otros ejemplos de materiales son el análogo de 

porfirina deuterada, la ftalocianina y la tetrafenil-
porfirina. Otros materiales que muestran ensanchamiento de 

línea de absorción no homogénea, en una matriz no homog.é-. 
nea, y que experimentan una reacción inducida por la luz, 
por exposición a la luz, pueden utilizarse en la práctica' 
de esta invención.

De acuerdo con esta invención, cuando la-luz 
del láser, que tiene una frecuencia M (mostrada en la figu­

ra 2), por ejemplo, radiación ultravioleta, visible o infrí. 
rroja, entra en la película o bloque 22 de material de me­
moria, que tiene una absorción no homogénea con la anchura, 
de banda AB (mostrada en la figura 3), el láser produce un 
hueco M', como se muestra en la figura 4, que corresponde 
a un bitio de datos. Este fenómeno se conoce como produc­
ción de un hueco fotorreactivo óptico y su mecanismo es con 
pletamente diferente de la saturación óptica de la técnica 
anterior (Szabo), que depende de intensidades elevadas. En 
la producción de un hueco fotorreactivo óptico, ciertas mo­
léculas experimentan variaciones estructurales o químicas 
para proporcionar productos no volátiles que poseeii diferer 
tes propiedades ópticas que las moléculas de partida. Este

24028
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-fenómeno tiene lugar tanto a intensidades bajas como a in­
tensidades altas; utiliza el estado fundamental de las mo­

léculas, al contrario que el fenómeno de saturación óptica ' 

. que utiliza los estados excitados. La intensidad de la luz 
solamente afecta a la velocidad de escritura. La fotoquí­

mica de este tipo de producción de hueco implica solamente 
a aquellas moléculas que absorben para una cierta frecuen­
cia, en este caso, la M. Las otras moléculas del material 
que absorben para frecuencias distintas de M, quedan inal­
teradas, puesto que no participan en la reacción inducida 

por la luz.
Después de que se ha creado o producido el hue­

co para la frecuencia M," el láser 14 y el obturador 16 se 
ajustan de tal manera que la luz del láser, que tiene la_- 
frecuencia N (mostrada en la figura 2) entra en el material 

22 para producir un hueco N', como se muestra en la figura 
4. Las otras moléculas del material que absorben para fre­
cuencias distintas de N, quedan inalteradas, puesto que nc 
participan en la reacción inducida por la luz.

De manera similar, cuando la luz del láser tie­
ne una frecuencia P, solamente aquellas moléculas que absor 
ben para la frecuencia P, reaccionan para producir un hueco 
P', como se muestra en la figura 4.

Una vez que se han creado los huecos o bitios 
de datos M, N y P, los huecos representan un producto no vo 
látil *o permanente, es decir, los huecos permanecen inalte­
rados cuando se desconecta la luz del láser. La duración de 
los bitios de datos corresponde a la duración del producto 
de reacción por la luz, que es del orden de años.

La característica de la memoria de esta inven-

24028
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-ción reside en la sintonización de la frecuencia del láser
para producir varios huecos en la línea AB ensanchada y no
homogénea. El número de bitios en la dimensión de frecuen-.
cia, es decir, el número de huecos, está determinado por
N = lAM-r/AW-, la relación de la anchura de banda no homo- 

-L. ti
génea a la anchura del hueco. Por la bibliografía se sabe 
queAWg es tan estrecho como 10 MHg para algunos sistemas 

a bajas temperaturas, y se sabe que ha de ser tan an­
cha como 10^ GHg para otros sistemas. Un sistema que conter
ga estos dos extremos sería capaz de proporcionar tantos bi

4 5 , ,tíos como de 10 a 10 , en una banda de absorción como es­
ta. Como A W g  es en la mayor parte de los casos, mucho más 
pequeño a bajas temperaturas, y como es substancialmen
te independiente de la temperatura, la capacidad de almace­

namiento de la memoria es mayor para temperaturas de funcio 

namiento bajas.
La lectura de los datos puede efectuarse de va­

rias maneras. Un método se muestra en la figura 1, en la . 
cual los mismos elementos ópticos de láser que se utilizan 
para la escritura, se utilizan también para la lectura. Sih_ 
embargo, la intensidad de la luz procedente del láser 14 se 
hace pasar a través de un filtro 2 0 , que reduce la intensi­

dad de la luz, para evitar la nueva producción de un hueco, 
como se efectuó en el procedimiento de escritura. Una luz 

de láser explora a lo largo de un margen de frecuencias que 
es mayor que de A a B, a través del filtro 20 y del material 
de memoria 22, penetrando en un detector 24. Los datos, tal 

como se muestra en la figura 5 ) se obtienen del detector 24 
La salida del detector muestra máximos para las frecuencias 
M", N" y P", donde se habían producido previamente huecos.
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-Los máximos M", N" y P" de le salida del detector corres­

ponden a bitios de memoria de información "1 ", y las sali­

das cero del detector son bitios de información "0 ".
La lectura y la escritura de los bitios de da­

tos puede efectuarse con el material de memoria de esta in 
vención, utilizando una disposición de elementos ópticos 
diferente que la que se muestra en la figura 1 , como sería 
sabido por un experto en la técnica. Por ejemplo, se puede 

utilizar un modulador de intensidad (no mostrado) para reen 
plazar al obturador 16 y al filtro 2 0 , efectuando de este 
modo tanto la conexión de la función de la luz, como la re­
ducción "atenuación de la luz" de la función de la luz.

Existen modos alternativos para leer la infor­
mación mediante el uso de varios estados excitados de una 
molécula. Por ejemplo, un material particular tendría tan­

to un estado excitado de singlete como de triplete. Supo­
niendo que solamente uno de los estados sea fotorreactivo, 

por ejemplo el singlete, entonces la información se escri­
biría en el modo de singlete y,podría ser leída, de manera 
no destructiva, en el modo de triplete. Otra manera sería ' 
utilizar dos láser de diferentes longitudes de onda en el 
modo de escritura, y un láser en el modo de lectura.

Otro método para leer la información se basa­
ría en utilizar las características de reflectividad o fluc 
rescencia del material, en lugar de las características de 

absorción.
La parte precedente de la memoria ha descrito 

el uso de la dimensión de frecuencia con un sistema de me­
moria espacialmente bidimensional, con una capa de material 

para proporcionar un sistema de memoria óptico tridimensio-

24028
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"nal. La parte precedente es aplicable también a un siste­
ma de memoria holográfico tridimensional, como es conocido 

en la técnica, con un bloque de material, para proporcio­
nar un sistema de memoria tetradimensional.

Aunque se ha descrito una realización preferi­
da de esta invención, se entiende que pueden efectuarse nu 
morosas variaciones de acuerdo con los principios de esta 

invención.
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REIVINDICACIONES -

Los puntos de invención propia y nueva que se 
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten­

te de Invención en España, por VEINTE años, son los que se 
recogen en las reivindicaciones siguientes:

la,- un sistema para almacenar ópticamente da­

tos sobre un material fotosensible por medio de la acción 
de un láser, caracterizado porque comprende un medio de al­

macenamiento de un material que presenta al menos una linea 
de absorción ensanchada de modo no homogéneo en la gama de 

frecuencias de la radiación láser, y cuyo material está des 
tinado a experimentar selectivamente una reacción persisten 

te fotoinducida, implicando a las moléculas, por exposición 
a la luz en una pluralidad de bandas estrechas de frecuenci i 
dentro de dicha linea de absorción ensanchada de modo no ho 

mogéneo, cuyas reacciones cambian selectivamente las propie 
dades ópticas de dicho material, y al menos un primer láser 
sintonizable en frecuencia y destinado a inscribir tal in­
formación no volátil sobre dicho material en un modo de ban 
da estrecha.

2&.- Un sistema según la reivindicación la, ca­
racterizado porque dicho material experimenta una reacción 
reversible inducida por la luz.

3a.- Un sistema según la reivindicación la, ca­
racterizado porque dicho material experimenta una reacción 
irreversible inducida por la luz.

4a.- Un sistema según la reivindicación la, ca­

racterizado porque dicho material experimenta.una reacción
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$a.- Un sistema? según la reivindicación la, ca­

racterizado porque dicho material experimenta una reacción 
fotocrónica.

6a.- Un sistema según la reivindicación la, ca­
racterizado porque dicho primer láser está destinado también 

a leer dicha información con ayuda de medios atenuadores de 
luz adicionales y un detector.

7a.- Un sistema según la reivindicación la, ca­
racterizado porque dicho láser está destinado a explorar di 
cho material linea a linea, para barrer la frecuencia ópti­

ca durante cada exploración y para controlar un obturador 
óptico a fin de transmitir luz de frecuencia seleccionada 
solamente.

8a.- Un sistema según la reivindicación la, ca­
racterizado porque incluye un segundo láser destinado a lee:? 
dicha información.

9a.- UN SISTEMA, PARA ALMACENAR OPTICAMENTE DA­

TOS SOBRE UN MATERIAL FOTOSENSIBLE POR MEDIO DE LA ACCION 
DE UN LASER.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an­

tecede, representado en los dibujos que se acompañan y con 
los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de once hojas escritas a má 
quina por una sola cara.

15118
VGD.
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